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Telefunken Diode BY268 Datasheet

BY 268 -BY 269

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

Besonders Merkmale:
@ Glaspassivierte Sparrschicht @ Hermetisch dichtes Gehduse

Abmessungen in mm
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Gewicht max. 0.6 g

Bestempelung: Klartext

Abzolute Grenzdaten BY 268 BY 269
Spitzensperrspannung T, 1600 1800 W
Sparrspannung Uy 1400 1600 W
Stoldurchlalstrom

t,=10ms heem 20 A
DurchlaBstrom, Mittelwert Lo 0.8 A
Spaerrschichtbemperatur T 176 o
Lagerungstemperaturbaraich Tia -65....+ 1756 o

Maximalar Warmewidearstand
Sparrschicht-Umgebung

auf Leiterplatte im Raster 25 mm L 110 Kiw

KenngréBen Min. Typ. Max.

TI = 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung

=044 (T4 1.25 W
Sperrstrom

U,=1400V BY 268 Iq 1 2 [Ty
U,=1600Y BY289 | 1 2 I
T}=1DO‘C,UE=14OOV BY 268 |, 16 il
U,=1600V BY 269 [ 15 .
Ruckwartserholzeit
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